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Questao 1: [3,0 pontos] Dado o circuito a seguir: (a) determine Vpsq € Insq supondo operacdo na
regido de saturacdo; (b) verifique se o amplificador realmente opera na regido de saturagdo.
Dados: Vi=1V; ki, (W/L)=2mA/V? Va—oo; Ri=1I0MQ; R,=5MQ; R3=7,5kQ; R4=3kQ;
Ri=10kQ; V.=15V; Ri=100kQ; Vi=sen(1000t)mV' Xci(0=0)—>o0.
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Questao 2: [4,0 pontos] Dado o amplificador a seguir: (a) apresente o modelo de pequenos sinais;
(b) determine A,=v./vi; (¢) determine Zi=vi/ii; (d) determine Z,=vo/i, (sem a influéncia de Ry).
Assuma gmi=gm € rai=ra. Apresente os resultados em funcao dos pardmetros do circuito.
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Questao 3: [3,0 pontos] Determine a funcdo légica implementada (justifique).




¢ MOSFET refor¢o (enriquecimento, acumulagdo, intensificacio):
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® Modelo de pequenos sinais do MOSFET reforco: re=IV.l/Ip; gn=K:(Vss-Vr)




